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 Приводятся сведения о важнейших свойствах полупроводниковых диодов различных

классов. Кратко описаны принцип действия, конструкция, технология изготовления диодов.

Приведены система электрических параметров диодов и методы их измерения. Особое

внимание уделено эксплуатационным свойствам диодов разных классов, а также вопросам

их правильного применения в радиоэлектронных схемах. 

 Книга рассчитана на широкий круг инженерно-технических работников, занимающихся

проектированием, изготовлением и эксплуатацией радиоэлектронной аппаратуры на

полупроводниковых приборах. 

 Полупроводниковые диоды. Параметры, методы измерений. Под ред. Горюнова Н. Н. и

Носова Ю. Р. Издательство «Советское радио», 1968 
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 От редакции

Предисловие

Принятые обозначения

1. СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ

1.1. Основные свойства полупроводников

1.2. Принцип дейстивия р-п перехода

1.3. Вольтамперная характеристика р-п перехода

1.4. Емкость перехода

1.5. Пробой р-п перехода

Литература  

 2. ВОЛЬТАМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СХЕМА ДИОДА И

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

2.1. Вольтамперная характеристика диода

2.2. Эквивалентная схема диода

2.3. Измерение параметров вольтамперной характеристики диодов

2.4. Измерение частотных свойств диода
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2.5. Измерение емкости диода
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 3. ШУМЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ 

3.1. Тепловой шум

3.2. Дробовой шум

3.3. Шумы в области пробоя р-п перехода

3.4. l/f-шум

3.5. Описание и измерение шумов в полупроводниковых диодах
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 4. ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ диоды 

4.1. Области применения и конструкции выпрямительных диодов

4.2. Электрические параметры и методы их измерения

4.3. Параллельное и последовательное соединение диодов

Литература 

  5. СТАБИЛИТРОНЫ (ОПОРНЫЕ ДИОДЫ)

5.1. Принцип действия и области применения стабилитронов

5.2. Зависимость напряжения стабилизации от температуры

5.3. Емкость стабилитронов

5.4. Шумы и стабильность параметров

5.5. Технология изготовления и конструкции стабилитронов

5.6. Основные параметры и методы их измерения

5.7. Особенности применения стабилитронов
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 6. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДИОДЫ

6.1. Особенности точечных диодов

6.2. Основные параметры высокочастотных диодов

6.3. Применение высокочастотных диодов
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 7. ВАРИКАПЫ

7.1. Принцип действия и области применения варикапа

7.2. Малосигнальная эквивалентная схема варикапа

7.3. Особенности конструирования варикапов

7.4. Параметры варикапов и методы их измерения

7.5. Функциональные зависимости параметров варикапов

Литература 

 8. ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ 

8.1. Типы импульсных диодов

8.2. Работа полупроводникового диода в режиме переключения

8.3. Прохождение импульсов прямого тока через диод

8.4. Диоды с накоплением заряда

8.5. Электрические параметры импульсных диодов

8.6. Измерение параметров импульсных диодов
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10.7. Зависимость электрических параметров диодов от режима работы
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Литература 

 11. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ и УМНОЖИТЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ

11.1. Принцип действия и области применения
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 Широкое применение полупроводниковых приборов в радиоэлектронных устройствах

требует разработки инженерных методов проектирования радиоэлектронных схем на этих

приборах и систематизации накопленного в разработке аппаратуры опыта. 

 В то же время большая часть выпущенной до настоящего времени литературы посвящена

общим вопросам теории и применения полупроводниковых приборов и поэтому в

большинстве случаев не может быть непосредственно использована при проектировании

аппаратуры. 

 Эти причины побудили издательство «Советское радио» выпустить серию книг под общим

названием «Радиоэлектронные схемы на полупроводниковых приборах. Проектирование и

расчет». 

 Книги предназначаются для широкого круга научных и инженерно-технических

работников, занимающихся разработкой и эксплуатацией аппаратуры на

полупроводниковых приборах, а также для студентов высших учебных заведений

соответствующего профиля. 

 План издания разработан редколлегией, состоящей из специалистов в области теории и

разработки полупроводниковых приборов и аппаратуры, обсужден на ведущих

предприятиях промышленности и откорректирован в соответствии с высказанными

замечаниями. 

 Редколлегией совместно с редакцией были привлечены в качестве авторов книг

высококвалифицированные научные работники и конструкторы в данной области. 

 Серия состоит из десяти книг. Первые две книги содержат сведения о полупроводниковых

приборах, необходимые для конструирования различных типов аппаратуры. В них

рассматриваются основные физические процессы в полупроводниковых приборах,

параметры и методы их измерения, виды и способы испытаний приборов в соответствии с

действующими техническими условиями, а также излагаются вопросы предельно

допустимых режимов и надежности. 

 Последующие книги посвящены основам теории, методике проектирования и расчету схем

на полупроводниковых приборах:

- апериодических усилителей;

- радиоприемных устройств;

- импульсных устройств;

- элементов ЭВМ;

- автоматического управления;

- источников электропитания;

- СВЧ устройств;

- радиопередающих устройств. 

 Эти книги построены по единому принципу. Излагаются краткие общие сведения,

приводятся основные теоретические и расчетные соотношения и даются рекомендации о

целесообразной последовательности расчетов, которые иллюстрируются типовыми схемами

с указанием их параметров. 
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 Все издание намечено выпустить в свет в течение 1967 — 1969 гг. 

 Издание данной серии книг должно способствовать дальнейшему широкому внедрению

полупроводниковых приборов в новые разработки, улучшению технических и

эксплуатационных характеристик отечественной радиоэлектронной аппаратуры; оно будет

полезно также для обучения студентов;. 

 Настоящее издание, естественно, не свободно от недостатков, вызванных необходимостью

изложения очень широкого круга вопросов и трудностями координации работы большого

коллектива авторов. Издательство с благодарностью примет замечания, направленные на

улучшение данной серии книг. Замечания следует направлять по адресу: Москва,

Главпочтамт, п/я 693. 

 Скачать книгу Под редакцией Горюнова Н. Н. и Носова Ю. Р. Полупроводниковые

диоды. Параметры, методы измерений. Москва, Издательство «Советское радио», 1968 
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